sapcon® SPN2N60

N4 1 55 0 1 250 AR IN-CHANNEL MOSFET

PR S E (AR ke, Te=25°C)

& 8 2 WK S SHEE 2R}
T R Vbs 600 \Y
MR L Ves +30 \Y
. . Tc=25°C 2.0
TR R Io A
Tc=100°C 1.3
TR Bk v EEL A Iom 8.0 A
FEHLII % (Tc=25°C) 30 W
\ P
- KT 25°C Hp5% K /b ° 0.24 W/°C
FLBK R B e (1 1) Eas 115 mJ
LAES RG] T -55~+150 °C
VA7 5 3 Tsig -55~+150 °C
APR4FE
& ¥ & R % e SHEHE B
O TR ReJjc 4.17 °C/W
3 R BH Roua 62.5 °C/W

BB S E (R AR R W, Tc=25°C)

2 ¥ s MR & RME | HEUE | &RAE AL
Tl 2 LR Bvoss Ves=0V, [p=250pA 600 - - \Y
TR HLIT Ipss Vps=600V, Vgs=0V -- -- 1.0 LA
MR LR loss Ves=£30V, Vps=0V - - +100 nA
LSIRELS Vesin | Ves= Vbs, 10=250pA 2.0 -- 4.0 Y
S A RH Roseon) | Ves=10V, Ip=1.0A - 3.7 4.2 Q
LN R Ciss - 250.1 -

Vps=25V, Ves=0V,
it L2 Coss - 35.7 - pF
f=1.0MHz
S ) A LA Crss - 1.1 -
T RER I ] ta(on) Vpp=300V, 1p=2.0A, - 9.2 --
FHa BT A t; Rc=25Q - 23.4 --
SR et . 15.3 . e
ST BB i) ty (2, 3) - 20.1 -
A LA Qq Vps=480V, 1p=2.0A, -- 5.67 --
A - 305 K FL Aoy Qs Ves=10V - 1.74 - nC
AN - s A FEL Aoy Qud (E2, 3) - 1.99 -



http://www.silan.com.cn/�

sapcon® SPN2N60

N4 1 55 0 1 250 AR IN-CHANNEL MOSFET

R-R IR ERF IS

2 K s MR &4 RME | HBEME | RKME L
YR FUR Is MOS & i il « I KA ) - - 2.0 A
VEAR Kt b i Ism S Aw P-N &5 -- - 8.0
- R R B Vs Is=2.0A, Vgs=0V - - 1.4 Vv
S PSR (] Tre Is=2.0A, Vss=0V, - 356.75 -- ns
I PR LA Qr dlr/dt=100A/uS - 1.03 - uc

VE:

1. L=30mH, Ias=2.52A, Vpp=145V, Rc=25Q, JII/IRJE T;=25°C;
2. JkyRIEK: Bk 9E BE<300us, A bh<2%:;

3. FEALAZ TARRIEME.

BBV AR i 2%
FI1. etk B2, ftrret
10 . 10
—Vaes=4.5V — 55°C
—VGs=5V - 25°C
—VeGs=5.5V 150°C
~ VGs=6V ~
S —\VGs=7V S
o Ves=8V =
| 1 —ves=10v o1
B —VGs=15V 12
gt u
e VE:
1.250uS B 1.250pS kil
2.Tc=25°C 2.Vps=50V
0.1 0.1
0.1 1 10 100 01 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RIS - VDS (V) HREIE - Vs (W)
I3, S8 F B vs. s FEL I AR B4, AR A IE ) R Bevs TR e . R
8 10
~ 7 — ves=lov — 55°C
G — VGs=20V - — 25°C
- 6 < 150°C
5 N
8 5 x
& v
g g 1
B 3 2
= =
> 2 5w
1.250pS ik
1= 1 i Ti=25°C 2vesov e
0 0.1
0 1 2 3 4 5 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

JWHR - I (A PIRHE - VsD (V)


http://www.silan.com.cn/�

sapcon®

SPN2NG60

A (pF)

WIEL T HEIE BRdEth) - Bvbss (V)

T - In(A)

K5, s AR
600
Ciss=Cgs+Cgd(Cds=shorted)
Coss=Cds+Cgd

500 Crss=Cgd

400

300

200

i
1. Ves=0V
2. f=1MHz

100
0
0.1 1 10
WERE - Vbs (V)
7. o5 o s, i B R
1.2
1.1
1.0
0.9 -
VE:
1. Ves=0V
2. Ip=250pA
0.8
4100  -50 0 50 100 150
45 - TI(°C)
F9-5. I5z K24 TAE X 5 (SVF2NGON)
10°

BRI T AESZ BT Ros(on)

10* "
i
1.Tc=25°C
2.T=150°C
3G
107
10° 10 10°

IRUEHLIE- Vos(V)

100

200

10°

N4 1 55 0 1 250 AR IN-CHANNEL MOSFET

MERE - Ves (V)

- RDS(on) (Q)

TR P (BRuEfl)

PHI - 1o (A)

12

10

[e¢]

e

3.0

25

2.0

15

1.0

0.5

0.0

-100

2.0

15

1.0

0.5

k6. gk

—VDps=120V
—VDbs=300V
VDs=480V

VE: Ip=2.0A

2 3 4 5 6

SR AT - Qg (nC)

K8, it L BHvs i BERF 1

T
1. Ves=10V
2. 1b=1.0A

0 50 100 150 200

455 - TI(°C)

10. 3 K HLdvs. 5eiit

75 100 125 150

il - Te (°C)


http://www.silan.com.cn/�

sapcon® SPN2N60

NYA) T8 388 i 280 1528 N (5 4% IN-CHANNEL MOSFET

B AU R B

AN, F - 00 P S A T P

1\ s Ves
(\:ﬂ Y < Qg >

J_ -L 50KQ 1 10v
s = Vbs
12V — 200nF
'|' T -l= 300nF
¢ ¢ —Qgs—re—Qgd—>

'_
}:I_ZE HEIBR

O RN T 00 P % 2 5 T 1

RL
Vbs ———O Vs

O—1
VbD
Re K,:
O — ||:|_K ISR 0
k/ v 10%,.
GS
10V

: o

90% :

EASIA HL B S U TE
1 Bvbss
EAS = =5 LIy ——Mm8M8MM—
VosO N';v\ 2 Llas BvDss - VbD
bs o BvDSS
Io 3 Ias
@
RG p
O—= G FRIBIE = \pp ID(t)
1o0v
J_I_ A\l VDs(t)
—{tple—
O Time

tp


http://www.silan.com.cn/�

	描述
	特点
	命名规则
	产品规格分类
	极限参数(除非特殊说明，TC=25(C)
	热阻特性
	电性参数(除非特殊说明，TC=25(C)
	源-漏二极管特性参数
	典型特性曲线
	典型特性曲线（续）
	典型特性曲线（续）
	典型测试电路
	封装外形图
	封装外形图 （续）
	封装外形图 （续）
	封装外形图 （续）
	封装外形图（续）
	附：

